W pracy “Optical properties of novel llI-V-N alloys” zostaty przedstawione rezultaty
badan zwigzkéw pétprzewodnikowych rozrzedzanych azotem na bazie fosforku galu.
Badania wtasciwosci optycznych zostaty wykonane technikami optycznej spektroskopii.
Zostat pokazany wptyw matej zawartosci azotu (<3%) na strukture pasmowaq zwigzkdw, a
jako teoretyczne wyjasnienie zmian zachodzgcych w strukturze pasmowej zostata
zastosowany model nieprzecinajgcych sie pasm — Band anticrossing model (BAC).

Do badan zwigzkéw GaNP oraz GaNPAs (zawartos¢ azotu 0.5 % - 2.5 %, arsenu < 40
%). zostata wykorzystana spektroskopia modulacyjna. Zostato potwierdzone, ze mata ilos¢
atomow N ma ogromny wptyw na strukture pasmowg zwigzkédw. Dodatkowo, zmiany te
mogqy by¢ opisane modelem BAC. Zostato pokazane, ze mata zawartosé¢ azotu dodana do
zwigzkéw GaPAs prowadzi do powstania pasma posredniego (intermediate band) i zmiany
charakteru podstawowe] przerwy energetycznej ze skos$nej na prosta. Istnienie prostej
przerwy energetycznej w GaNPas zostato potwierdzone dzieki rezultatom uzyskanym za
pomocg badan absorpcji i fotoluminescencji. Dodatkowo, dzieki rezultatom uzyskanym za
pomocg metody bezkontaktowego elektroodbicia udato sie zaobserwowaé przejscie
pomiedzy pasmem walencyjnym a wyiszg gatezig pasma przewodnictwa (E.). Powstanie
pasma posredniego w zwigzkach GaNPAs daje mozliwo$é wykorzystania tego materiatu jako
medium aktywne ogniwa stonecznego z pasmem posrednim (Intermediate band solar cell).

Dodatkowo, zostaty wykonane pomiary metodg fotoodbicia, struktur GaNPAs
domieszkowanych na typ n oraz typ p. Zostaty zaobserwowane przejscia optyczne
odpowiadajgce absorpcji pomiedzy pasmem walencyjnym a pasmem posrednim, pasmem
walencyjnym i pasmem przewodnictwa oraz pasmem posrednim i pasmem przewodnictwa.
Zostat pokazany wptyw domieszkowania na intensywnos¢ przejs¢ optycznych.

Analiza pomiaréw absorpcji w szerokim zakresie temperatur (20-310K) data
mozliwo$é zbadania temperaturowej zaleznosci przerwy optycznej zwigzkow GaNP oraz
GaNPaAs. Analiza wynikdw pomiaréw pokazata, ze niewielka zmiana wielkosci przerwy
energetycznej w zakresie temperatur moze byé wyttumaczona przy uzyciu teoretycznego
modelu BAC. Mata podatnos¢ wielkosci przerwy energetycznej na zmiane temperatury jest
istotng zaletg w potencjalnym zastosowaniu materiatu jako medium aktywne ogniwa
stonecznego oraz lasera pétprzewodnikowego.

Dodatkowo rezultaty z pomiaréw fotoluminescencji w szerokim zakresie temperatur
(20-295 K) oraz przy roznych wartosciach mocy, pozwolity na analize wtasciwosci emisyjnych
zwigzkéw GaNP(As). Zostato pokazane, ze istnieje efekt lokalizacji nos$nikéw i zalezy od
sktadu materiatu. Dodatkowo zostaty pokazane rezultaty wptywu zawartosci azotu oraz
arsenu na energie, intensywnos¢ i poszerzenie widma fotoluminescencji. Parametry, sg
istotng informacjg prowadzacg do znalezienia optymalnego sktadu materiatu
wykorzystywanego do budowy przyrzaddw pétprzewodnikowych.



